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Seleccion de un
transistor MOS

8.1 CRITERIOS DE SELECCION

Teoria

La tecnologia MOS toma su nombre de la manera en que
estdn constituidos los elementos (figura 8.1):

un electrodo metalico;

un sustrato semiconductor;

un 6xido que sirve de aislante entre el electrodo y el sus-
trato.

El MOSFET es un transistor de efecto de campo cuyo
electrodo de control, o gate (graduador), esti aislado del se-
miconductor. En funcién de las tensiones de alimentacién y
de las tensiones de control, se puede hacer una primera selec-
cién entre cuatro tipos de transistores MOS.

Graduador
Surtidor I Aluminio | Drenador
7z 7 77 Aluminio  f———r
L N ]
Sustrato dopado P Figura 8.1. Corte de un
transistor MOS canal N
de enriquecimiento.

MOSFET canal N de empobrecimiento

La figura 8.2 muestra la forma de las curvas caracteristi-
casy la figura 8.3 el esquema estructural de polarizacién. Se
observa que, para polarizar correctamente este transistor, es
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necesario que V sea positiva y la tensién de control V ne-
gativa o nula. Cuanto mds negativa sea la tension de control,
menos conduce el transistor.

Iy (A)

ld max. Vgs =0V

Vye=-1V

Vs=-2V

Vs=-3V

Vs =-4V
Figura 8.2. Curvas
caracteristicas de un
transistor canal N de

empobrecimiento. Vigs sat Vas (V)

Figura 8.3. Esquema
estructural de
polarizacion.

MOSFET canal P de empobrecimiento

La figura 8.4 presenta la forma de las curvas caracteristi-
cas y la figura 8.5 el esquema estructural de polarizacion. Se
constata que, para polarizar correctamente este transistor, es
preciso que Vy y Vi, sean negativas o nulas. Cuanto més ne-
gativa sea la tension de control, mas conduce el transistor.

MOSFET canal N de enriquecimiento

La figura 8.6 muestra la forma de las curvas caracteristicas
y la figura 8.7 el esquema estructural de polarizacién. Se ob-
serva que, para polarizar correctamente este transistor, es ne-
cesario que V,, y V,, sean positivas o nulas. Cuanto més posi-
tiva sea la tensién de control, mas conduce el transistor.
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Vos=0V famx Figura 8.4. Curvas
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transistor canal P de

Iy (A) empobrecimiento.
Figura 8.5. Esquema
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polarizacién.
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Figura 8.6. Curvas
caracteristicas de un
transistor canal N de
Viis sat. Vs (V) enriquecimiento.

Figura 8.7. Esquema
estructural de
polarizacién.
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= Vds (V) Vds sat.
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polarizacién. T 5

MOSFET canal P de enriquecimiento

La figura 8.8 muestra la forma de las curvas caracteristi-
cas y la figura 8.9 el esquema estructural de polarizacién. Se
observa que, para polarizar correctamente este transistor, es
necesario que V,; y V, sean negativas o nulas. Cuanto mas
negativa sea la tension de control, més conduce el transistor.

En todas las graficas precedentes se pueden remarcar dos
zonas bien diferenciadas. En la primera, aquella en que las
caracteristicas son oblicuas, se tiene para una V, fija:

Ids=Kde

Esta zona se denomina region éhmica ya que el transistor
se comporta como una resistencia variable en funcion de V.

En la segunda zona, aquella en que las caracteristicas
son horizontales, se tiene un régimen de saturacion. Para
una tension V, fija, cuando Vy aumenta, la corriente de
drenador permanece estable.

Los transistores MOS més utilizados son los de enrique-
cimiento. Al igual que los transistores bipolares, se pueden
emplear en régimen lineal (amplificadores) o en régimen de
conmutacién (interruptores controlados por tensién). En los
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dos casos, puede ser necesario tener en cuenta la capacidad
de entrada (de graduador) méxima, que limitard la frecuen-
cia de utilizacion del transistor. Esta capacidad es muy pe-
quefia, del orden del picofaradio, y se expresa por Cyg,.

Para la utilizacién en régimen de conmutacién a menudo
es necesario conocer el tiempo de paso del estado de bloqueo
al de conduccién (7,,) y el tiempo de paso del estado de con-
duccién al de bloqueo (7).

Transconductancia

La transconductancia representa la pendiente de la curva
1= f (V) con Vy fija. Se expresa en siemens (S) (A/V = Q™).
La figura 8.10 muestra el aspecto de esta curva.

Ids (A)

Figura 8.10.
Transconductancia de
7 un transistor canal N de
Vst Vos (V) enriquecimiento.

Corriente maxima

Lyna: corriente de drenador méaxima.

Liss 0 Laon: corriente de drenador con el graduador cortocir-
cuitado con el surtidor (elementos de empobrecimiento) o
con el drenador (elementos de enriquecimiento).

Tensiones limite

® Vi tension drenador-surtidor maxima.
Veomax.: tension graduador-surtidor méxima.
e V,0V,(Vgn.): tensién de estrangulamiento o de umbral.

Potencia disipada

La potencia disipada por un transistor MOS en régimen
estatico vale:
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P= IdsVds

En el caso en que la corriente y la tensién son variables y
periddicos en el tiempo, se tiene:

1 T
P = £ 1,0V, ()dt

Cuando los transistores MOS se utilizan en régimen de
conmutacion, se habla muy a menudo de resistencia interna.
Si el transistor estd bloqueado, se tiene Rpsyy y si el transis-
tor estd en conduccién Rps,,. Resulta interesante conocer
Rpsonmax., que es el valor maximo de la resistencia drenador-
surtidor en el estado de conduccion.

Para poder resolver los problemas térmicos, es necesario
conocer los pardmetros siguientes:

® T4 temperatura mdxima de unién;

e Ry resistencia térmica unién-cépsula. (Del mismo modo
que para los transistores bipolares, se puede igualmente
encontrar Ry, que es la resistencia térmica union-aire.)

Apltcacwnes :

Tomese, por ejemplo un MOSFET‘canal;

. gennquecumento de tipo BUZIO, cableado co
- muestra la fi; i1

~ rriente 10 A

2) El aire ambl‘ te
~ sistencia térmi
?}méx = 13_)“
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; Solucwnes

}71)~Se tlene una tensién de-V;d (Rld), o sca Vds 5NV
; fiims P Vdsjd o 50 W

8.2 CARACTERISTICAS DE ALGUNOS
TRANSISTORES

Caracteristicas técnicas
En las tablas 8.1 a 8.4 se encuentran, respectivamente:

los transistores NMOS de conmutacién;
los transistores PMOS de conmutacion;
los transistores NMOS con control estidndar;
los transistores PMOS con control estandar.

Tabla 8.1. Transistores NMOS para conmutacion.

~ "Refefenma V"s'””‘ a%%{% P a | V . (V) Rosonmax| ton/tor ca ‘s‘uia
b | @ TG o ) ) Imex (ns)] T

2N7000 60 0,28 0,83 0,8/3 5 10/10 TO92
2N7002 60 0,18 0,25 0,8/3 5 10/15 S0T23
BS107 200 0,15 0,83 0,8/2,4 28 10/20 TO92-2
BS170 60 0,5 0,83 0,8/3 5 10/10 TO92-2
BSP126 250 0,35 1,5 0,872 7 10/30 S0T223
BSP225 250 0,225 1,5 0,8/2,8 15 10/30 SOT223
BSR64 60 0,25 1 0,8/2,5 75 - TO237
BSR70 120 0,25 1 0,8/2 10 - TO237
BSR76 240 0,25 1 0,8/2 10 - TO237
BSS89 200 | 0,3 1 0,8/2,8 6 - TO92-3
BSS101 200 0,16 0,63 0,8/2,8 12 - TO92-2
BSS123 100 0,15 0,25 0,8/2,8 6 10/20 SOT23
IRLML2402 20 0,93 0,34 0,8/3 0,25 15/20 SOT23
IRLML2803 30 0,91 0,34 1/2,5 0,25| 10/15 S0T23
VN2406D 240 1,4 20 0,8/2 6 - TO220-1
VN2410L 240 0,15 1 0,8/2 10 10/30 TO92-1

ZVN1404A 40 0,1 1 0,8/2,4 250 - TO92-1

ZVN1420A 200 0,1 1 1/3 1000 - TO92-1
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R f s VDSr;1éx. alg”gfc Ptorméx. ‘V RDSonméx. tor/toff Ca I
eferencia | "y e vGth(V) (@) |max. (ns)| CAPSula
ZVN2106G | 60 | 0,7 2 | 0824 2 15/27 | SOT223
ZVN4106F | 60 | 0.2 033 | 1,33 25 | 12114 | SOT23
ZVN4306A | 60 | 1.1 085 | 133 033| 33146 | TO92
ZVN4310A | 100 | 0,9 0,85 1/3 05 | 33555 | TO92

Tabla 8.2. Transistores PMOS para conmutacién.

i Vbsmax. a 25°C Protmax. Rpsonmax.|  Tonflorr | A
Referencia ) i w) Ygsﬁ_}(V).v (@) |max. (ns) Capsglg

BS250 —45 | —025| 083 | —1/35 14 5/20 | TO92-2

IRLM5103 | -30 | —0,6 0,34 ~1/=2 0,6 20/40 | SOT23
IRLM6302 | -20 | -0,61| 0,34 |-0,7/-1,4 0,6 35/45 | SOT23
VPO102N3 | -20 | -0,4 1 -1,56/-3,5 8 -~ TO92-1
VPO106N5| —-60 | -0,4 | 15 -1,6/-3,5 8 - TO220-1
VPO110N7 |-100 | -0,4 0,8 -1,6/-3,5 16 - (') DIL14
VPO120N3 |-200 | —0,3 1 =1,6/=3,5 40 -~ TO92-1
ZVP1304A | —-40 | -1 1 -1,56/-3,5 25 = TO92-1
ZVP1310A |-100 | -1 1 ~1,5/-3,56 50 = TO92-1
ZVP1320B [-200 | —-1,5 5 -1,6/-3,5| 100 - TO39
ZVP2106G | —60 | -0,45| 2 -1,5/-38,5 5 22/27 | SOT223

Tabla 8.3. Transistores NMOS con control estdndar.

Ref : Vbsmax. al%'gixb P tc:)tmé).c.. 1 . V, vV ' Rpsonmax. T {°C Ca x' i
eierencia (V) (A) : (W) . :GSth_( ) e (ﬂ) i Jméx‘(v : ) - a?su a ‘
BUZ10 50 12 75 2,1/4 0,1 150 TO220-1
BUZ11 50 30 75 = 0,04 175 TO220-1
BUK453-60A 60 22 75 - 0,08 175 TO220-1
BUK455-400B 400 6,5 100 = 1 150 TO220-1
BUK456-100A 100 34 150 = 0,057 175 TO220-1
BUK456-1000B| 1000 3,1 125 2= 5 150 TO220-1
BUK481-100A 100 1 1,8 — 0,1 — SOT223
BUK7508-55 55 75 187 — 0,008 175 TO220-1
BUK7518-55 55 60 125 — 0,014 175 TO220-1
BUK7524-55 55 50 90 = 0,018 175 TO220-1
BUK7840-55 55 10,7 8,3 - 0,4 150 SOT223
IRF520 100 9,2 60 2/4 0,27 150 TO220-1
IRF530 100 14 88 2/4 0,16 150 TO220-1
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o a]%%ixc | Protmax. o RDSor;méx; - 4

| W | Vasm(V) © Timax.(°C) | Cépsula

18 125 2/4 0,18 150 TO220-1

IRF730 400 5,5 74 2/4 1 150 TO220-1
IRF840 500 8 125 2/4 0,85 150 TO220-1
IRF3710 100 46 150 — 0,028 175 TO220-1
IRFP064N 60 70 300 = 0,009 175 TO220-1
IRFP150N 100 41 230 = 0,055 175 TO220-1
IRFP460 500 20 280 - 0,27 150 TO220-1
IRFZ24 60 17 60 - 0,1 175 TO220-1
IRFZ34 60 30 88 - 0,05 175 TO220-1
IRFZ44 60 50 150 - 0,028 175 TO220-1
IRFZ46N 55 46 88 - 0,02 175 TO220-1
MTW6N100E | 1000 6 178 - 1,5 150 TO220-1
MTW20N50E 500 20 250 - 0,27 150 TO220-1
MTW32N20E 200 32 180 = 0,085 150 TO220-1
MTW45N10E 100 45 180 - 0,04 150 TO220-1
ZVVN4306G 60 2,1 3 - 0,33 - SOT223
ZVN4310G 100 1,67 3 - 0,54 - S0T223

Tabla 8.4. Transistores PMOS con control estandar.

‘ H”fzg)mé" Timir ( ‘fC) Capsula
BSP250 0,25 - S0T223
IRF4905 - 0,02 175 TO220-1
IRF9Z24 - 0,28 175 TO220-1
IRF9Z34 - 0,14 175 TO220-1
IRF9530 -100 -12 88 —-2/-4 0,3 150 TO220-1
IRF9630 —-200 -6,5 | 150 —-2/-4 0,8 150 TO220-1
IRFP9140 -100 -21 180 — 0,2 175 TO220-1
MTM814 —-80 -8 75 —1,6/-4 0,4 150 TO3-1
MTP2P50 —-500 -2 75 —-2/~4,5 6 150 TO220-1
PF5522 —-100 -12 40 —2/-4 0,8 150 TO220-1
PF5532 -100 -25 40 —2/-4 0,4 150 TO220-1
VPO1A2N2 -20 -3 5 -1,5/-3,5 4 150 TO39
VPO1A3N5 -30 -3 35 -1,5/-3,5 4 150 TO220-1
VPO2A3N5 -30 -4 50 -1,5/-3,5 2 150 TO220-1

Patillaje y capsulas (componentes vistos desde arriba, salvo TO3-1)

Véanse las figuras de las paginas 190-191.
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Patillaje y capsulas

Vista desde arriba

Oy

TO39

TO92-1

TO92-2

[0l
N
o

Vista desde arriba

TO92-3
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Vista desde arriba

TO220-1

Gz

n—

Vista desde arriba

D
G
S
D’/é
/
GS

TO237

Vista desde abajo

TO3-1

8.3 EJEMPLOS DE SELECCION

Control de motor paso a paso

En el mercado se puede encontrar un buen niimero de cir-
cuitos especializados que permiten efectuar el control de pe-
quefios motores paso a paso. Cuando se desea controlar un
motor mds potente, que necesita, por tanto, corrientes por fase
mds elevadas, debe recurrirse a tarjetas que integren la elec-
trénica de potencia.

11
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Se puede ver aqui una solucién intermedia que consiste
en amplificar en corriente las salidas de un pequefio circui-
to: el PMM8713. (El esquema estructural se facilita en la fi-
gura 8.12.) El objetivo no es estudiar su funcionamiento,
sino Unicamente realizar la etapa de adaptacién de impe-
dancias.

El motor paso a paso tiene las caracteristicas siguientes:

e numero de fases: 4;

e frecuencia maxima de excitacidn de una fase: 1 kHz;
e resistencia de una fase: 0,34 Q;

e corriente por fase: 5,2 A.

Determinemos los pardmetros de los transistores Q; a Qu,
que, como se puede constatar en el esquema estructural, son
transistores MOS canal N.

Como la alimentacion de potencia es de 5 V, se deduce
que Vpsmar, N0 es un factor restrictivo. En efecto, incluso si
la alimentacién presentara transitorios, se puede pensar que
la tensidén Vpg serd siempre inferior a 10 V.,

La intensidad nominal en una fase es de 5,2 A. Es preci-
so tomar un coeficiente de seguridad bastante importante,
del orden de 2, y se elegird asi un transistor capaz de sopor-
tar una corriente de drenador superior a 10 A.

La frecuencia méxima de funcionamiento es relativamente
pequenia, del orden de 1 kHz, lo que hace que los tiempos de
conmutacion (7,, y T,z no tengan que tomarse en cuenta: el
peor de los transistores tiene tiempos de subida y de caida
inferiores a 100 ns...

Estos datos permiten hacer una primera seleccién (tablas
8.1 a 8.4) y tomar los transistores BUZ10 y BUK7840-55.
La diferencia entre ambos radica en la potencia disipable y
en la resistencia en el estado de conduccion.

Con una tension de alimentacidon de 15 V, el circuito
PMM&713 puede suministrar en la salida una tensién de
14 V y una corriente de 20 mA. Con los divisores de tension
formados por las resistencias Ry y Ro, Ry y Ryg, R3 y Ry1, Ry
y Ry, las tensiones Vi, pueden valerO0 V o 7,5 V.

Cualquiera de los dos transistores que se tome, ambos
tienen una tensién de umbral Vi, con un valor méximo de
4 V. Si se considera una transconductancia de 3 S y una ten-
sién V, de 7,5 V, se obtendrd de sobra una corriente de dre-
nador de 5,2 A. En efecto, se tiene I,,;. que vale:

Idma’.u = (7,5 "4) X 3 = 10,5 A

12
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estructural del control
del motor paso a paso.
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La resistencia en el estado de conduccién (Rps,,) €s de
0,1 Q para el BUZ10 y de 0,4 Q para el BUK7840-55. Con
una corriente de drenador que tenga un valor de 5,2 A, el
primer transistor disipard una potencia estdtica:

P=0,1x52*=27W
y el segundo:
P=04%52"=108W

Como los transistores sélo conducen la mitad del tiempo,
la potencia estatica media disipada por cada transistor es,
respectivamente, de 1,35 Wy 5.4 W.

(Es necesario afadirles un disipador térmico? A la po-
tencia estitica viene a sumarse una potencia dindmica cuyo
valor es directamente proporcional a la frecuencia de con-
mutacién de las fases (velocidad de rotacién del motor).
Esta es dificilmente cifrable sin observar con un oscilosco-
pio cdmo evoluciona, durante una fase de transicion, la co-
rriente de drenador y la tensién Vpg, pero recordemos que:

lT
P=—\V, (I, ()dt
T! (D14, ()

No obstante, existe un medio simple de encontrar un ma-
ximo de esta potencia. Como muestra el grafico de la figura
8.13, durante una fas€ de transicion, la tensiéon Vpg y la co-
rriente I, evolucionardn al mismo tiempo (la escala se ha
escogido para poner en evidencia las fases de transicién y
corresponde en realidad al transistor BUZ10 a una frecuen-

cia de 416 kHz).
Fase de
6 - transicion
|l
5
al las ()
— (V)
3 il
2 n
Figura 8.13. Evolucion ' |
de la tensién Vpg y de la
corricntcl,ben1’unci(’)n LIS L L O
del tiempo. o 04 08 12 16 2 24 28 32 Tiempo (us)
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Cuando el transistor estd bloqueado, el valor de la ten-
si6n V;; es de 5 V y cuando esté en conduccidn, se tiene:

Vds = Ronld = 0,52 V

Basta considerar que, durante la transicion, estos dos valo-
res son fijos y valen su maximo dividido por dos, o sea 2,5 V
para la tension y 2,6 A para la corriente. Se obtiene asi una
potencia total instantdnea variable, como muestra el esquema
de la figura 8.14.

5 7
P total (W)
4 - g /
| —vw
3 -
24
1 -
Figura 8.14.

LI e e e e e Representacién de la

o 04 08 12 16 2 24 28 32 Tiempo (us) polencia instantdnea.

e

Se observan picos de potencia de 6,5 W durante las fases
de transicion, de las fases estdticas en que la potencia vuelve a
caer a 2,7 W (el transistor conduce) y de las fases en que la
potencia disipada es nula (transistor bloqueado). De esta po-
tencia instanténea, es posible extraer una potencia media:

1T
Py =— [V (0, (0t
Ty
Con un periodo T que vale 2,6 ps:

B, :2—16><[(6,5><O,])+(2,7><1,1)+(6,5><O,l)+(0><1,3)]

k)

=1643 W

Como se acaba de hacer con una frecuencia de 416 kHz
y tiempos de conmutacion (7., y T,z de 0,1 s, se procedera
ahora al calculo en el caso que interese con f = 1 kHz (co-
rrespondiente a 7= 1000 us):

15
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P, =$x[(6,5><0,1)+(2,7><499,8)+(6,5><O,1)+(0><500)]

=1,3508 W
Aplicado al célculo del transistor BUK7840-55...

P, = ﬁx [(6,5%0,1)+(10,8%499,8) + (6,5% 0,1) + (0x 500)]

=54W

Se observa que los dos transistores pueden ser adecua-
dos, pero el BUK7840-55 disipard una potencia netamente
mayor que el BUZ10. Sabiendo que este dltimo tiene un
mejor comportamiento en cuanto a sus caracteristicas térmi-
cas pero resulta un poco mds caro, serd necesario hacer una
eleccion segiin el criterio dominante en la aplicacidn...

Para obtener el valor nominal de las resistencias Rs a Rg
se hace uso de la ecuacién:

Vcc = (RS + RL + R()n)l = RS = (VCC/I) = RL = Ron
= Rs=0,52 Q con el transistor BUZ10
0 R5=0,22 Q con el transistor BUK7840-55.

Amplificador de tensién con transistor MOS

Este amplificador de sefiales débiles utiliza un transistor
MOS en configuracion de surtidor comin (figura 8.15). La
ganancia de esta etapa vale:

Av S Gmo(R4 I R5)

Se observa que la ganancia de tensién depende de la trans-
conductancia del transistor. Para el BS170, se tiene G,,=110 S.

+12V

O Salida
1 Carga
12 nF
O—I 22kQ
Entrada
Figura 8.15.
Esquema estructural del o

amplificador de tension.
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: Asx se puede dedumr que 3 75 V<Vgs<l 97 V ES~—¢ .
-~ _tos dos valores de tensi6n son muy inferiores a los ma-
e xnnos impuestos por el BS170. (,Cuanto vale Line?

La corrnente de drenador es mamma cuando«

3) Sc ha vzs{o
~ la tension

Amplificador de 25 W clase A

Recuérdese, en un primer momento, el funcionamiento de
un amplificador de clase A. Un solo transistor asegura la am-
plificacién de la sefial, lo que permite evitar la «distorsion
cruzada», siempre presente en los amplificadores de clase B o
AB. Como muestra el esquema estructural de la figura 8.16,
un generador de corriente estd conectado en el surtidor del
transistor de salida. Si este transistor estuviera bloqueado, la
intensidad deberfa circular por el altavoz, lo que significaria
la destruccién de este ultimo... En funcionamiento estatico,
cuando no se tiene sefial de audio en la entrada, el amplifica-
dor operacional realimentado negativamente sobre la salida

18
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obliga al transistor a mantener una tension nula en los bornes
del altavoz. La intensidad absorbida por el generador de co-
mriente provendrd, asi, inicamente del transistor de salida, que
esté polarizado permanentemente.

En funcionamiento dindmico, el amplificador operacio-
nal hard que el transistor sea mas o menos conductor, con el
fin de recobrar en la salida la sefial de audio que le es apli-
cada. Para obtener una tension negativa en los bornes del
altavoz, es necesario bloquear ligeramente el transistor de
manera que ya no suministre toda la intensidad al generador
de corriente: habrd mucha circulacién de corriente entre la
masa del altavoz y este generador para compensar esta dis-
minucién de intensidad.

+V
AMP. OP.
Entrada Qi
Altavoz
8Q
Generador de corriente Y /
Figura 8.16. Esquema
& estructural simplificado

del amplificador de

-V 25 W clase A.

Para obtener una tensién positiva en los bornes del altavoz,
basta hacer muy conductor al transistor de salida, siendo enton-
ces la intensidad drenador-surtidor superior a la demandada por
el generador de corriente; existe circulacion de una corriente
desde el surtidor del transistor hacia la masa del altavoz.

Interesémonos ahora en el esquema estructural detallado
de la figura 8.17. El generador de corriente estd constituido
por un transistor MOSFET (Q;) cuyo graduador esta polari-
zado por e] conjunto Ry,, Rg, Rg, Cs y Ce. Para determinar qué
tension Vs es necesario aplicar a este transistor, evaldese la
intensidad de drenador necesaria para el buen funcionamiento
del amplificador. Una potencia de 25 W bajo 8 Q corres-
ponde a una intensidad eficaz de 1,77 A, o sea, una intensidad
maximade 1,77 x 1,414 =25 A.

Para no despolarizar Q;, se considerard que es necesaria
en Q, una corriente minima de 3 A. De esta manera, todavia
circulard 0,5 A en Q;. Se deduce inmediatamente la co-
rriente maxima J,4. que atravesard Q; durante la alternan-
cia siguiente de la sefial: Iy,4. =3 +2,5=5,5 A.
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amplificador clase A.
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Los diodos Zener D; a Dy protegen los transistores Q; y
Q de las tensiones V,, demasiado grandes. Con los valores
de umbral escogidos (10 V), la tensién V,, estd limitada a
10,6 V. En efecto, cuando un diodo Zener estd polarizado
inversamente, el otro esta polarizado en el sentido directo,
lo que da una caida de tension total V, =10 + 0,6 = 10,6 V.
Asi, se tiene Viga = 10,6 (para Q, y para Qo).
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La tension V,, se obtiene gracias al tinico divisor de ten-
si6n formado por las resistencias Ry, Rg y Ro. Los conden-
sadores Cs y C; se encargan de estabilizar este potencial. Un
dispositivo de este tipo permite hacer variar la corriente desde
algunos miliamperios hasta més de 5 A.

Con el valor de 3 A deducido, la potencia disipada en re-
poso por los transistores vale P = Vi, 0 sea, junos 90 W!

Afortunadamente, esta potencia apenas serd superada, in-
cluso cuando la salida del amplificador entregue 25 W efica-
ces. La resistencia térmica de los radiadores seleccionados
debera ser inferior a 0,35°C/W; todo valor superior condena-
ria los transistores a una destruccién segura por embalamiento
térmico...

Como la amplitud del margen de alimentacién es de 60 V,
se deduce que Vge. = 60 V, lo cual permite seleccionar pa-
ra Q; y Q; transistores IRFZ44 o bien IRFP064, o incluso
BUK456-100A.

Alimentacion del amplificador

Como se puede constatar en la figura 8.18, el esquema
de la alimentacién es muy sencillo, pero no puede dar lugar
a un circuito impreso porque los componentes de potencia
utilizados no se prestan mucho.

R1
TR 1 O +30V
FU1 Inter j P~ ;L _L
o—{_—}oT¢ 6W Ci c3
3 Atemp. ] py 3 15.000 uF 100 nF
1
220 Vo 40V
7;7. L _L O Masa
; 4 7 +
o oo & C2 o= ca
220V 25 A/200 V 15.000 uF 100 nF
2x22V R2 40V )
560 VA ® & 0-30V
0,1Q
6w Figura 8.18. Esquema
estructural de la

alimentacion.

Para los condensadores de filtrado C; y C,, se aconseja
encarecidamente utilizar modelos con pequeiia resistencia se-
rie (FRS o TFRS) de tipo C056, C057 o C154 (conexiones
sobre bornes con tornillo). Se tomardn como valores minimos
15.000 pF a una tensién de 40 V. En cuanto al puente rectifi-
cador, debera soportar 10 A en valor eficaz; se ha optado por
un modelo 25 A/200 V que deberd obligatoriamente estar
asociado a un radiador de valor inferior a 2°C/W. La resisten-
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cia incluida en el circuito permite limitar la solicitud de co-
rriente al aplicar la tensién al circuito. Serd necesario selec-
cionar un modelo que disipe mas de 15 W, como los RH25 de
la sociedad Sternice.
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